Zkratka pfedmétu:
Nézev predmétu:
Akademicky rok:

Pracovi$té / Zkratka
Nazev
Akreditovano/Kredity
Rozsah hodin

Obs/max

Letni semestr

Zimni semestr

Rozvrh

Vyuéovaci jazyk

Volné zapisovatelny pfedmét

Hodnotici stupnice

Pocet hodin kontaktni
Automat. uzn. zép. pted zk.
Periodicita

Nahrazovany pfedmét
Vyloucené pfedméty
Podmifiujici pfedméty

Predméty informativné doporucené Nejsou definovany
Pfedméty které pfedmét podmitiuje Nejsou definovany

Cile pfedmétu (anotace):

Popis pfedmétu

KOANCH/C926
Polovodi¢ové materialy
2021/2022

KOANCH / C926

Polovodi¢ové materialy

Ano, 3 Kred.

Pfednaska 2 [HOD/TYD]

Statut A Statut B

0/- 6/-
0/- 0/-

Ano

Cestina

Ano

ABICID|EIF

Ne

K
Zadny
Nejsou definovany

Nejsou definovany

Statut C
0/-
0/-
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Akademicky rok 2021/2022

Zptsob zakonéeni Zkouska

Forma zakonéeni Kombinovana

Zapodet pred zkouskou NE
Pocitédn do priméru. ANO
Min. (B+C) studentii nestanoveno
Opakovany zépis NE
Vyuéovany semestr Letni semestr
Pocet dnii praxe 0

Cilem pfedmétu je rozsifit zakladni znalosti studentdl z teorie a praxe vyroby polovodi¢t v elektronice i optoelektronice.

PoZadavky na studenta

Zkouska je pisemna i ustni.

Obsah

. Polovodice (ptehled a typy), pasovy model, statistiky ¢astic a stavii

. Teorie volnych elektronti v kovech

. Prehled technologie vyroby Si 1. aIl.
. Vyroba monokrystald kiemiku

. Defekty v Si

9. Getrace

01N DN AW —

10. Dekontaminace a lesténi povrchu Si desek

11. Analyza povrchii ve vyrob¢ polovodici
12. Cisténi povrch kiemiku

13. Principy chemickych a plasmochemickych procesi v mikrolelektronice

. Intrinsické a extrinsické polovodice, kompenzaéni doping, aplikace polovodi¢t

. Elektron v idealnim krystalu, Kronig-Penneytiv model
. Litografické procesy ve vyrobé integrovanych obvoda

14. Zaklady technologie vyroby integrovanych obvodd,

Aplikace p-n pfechodtl v elektronice i mikro-optice

Soucasti pfedmétu je i jednodenni laboratorni prace v Cistych laboratofich pro mikroelektroniku na MU Brno.
Na pfedmét navazuje i exkurze do firmy OnSemiconductors a.s. Roznov p. /R. a pro nadSené zajemce i staze ve specializovanych

laboratofich v této firme.
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Predpoklady - dalsi informace k podminénosti studia predmétu

Ziskané zptsobilosti
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Studenti ziskaji znalosti o modernich technologiich vyroby polovodict, integrovanych obvodu a jejich aplikacich.

Studijni opory

Garanti a vyucujici

e Garanti:
 Pfednasejici:

Ing. Petr Knotek, Ph.D. (100%)

Literatura

* Doporuéena:
* Doporucena:
¢ Doporucena:

Vyucovaci metody

Monologicka (vyklad, prednaska, instruktaz)

Hodnotici metody

Pisemna zkouska

Pfedmét je zafazen do studijnich programi:

Studijni program Typ stud.  Forma stud. Obor

Materialové Navazujici Prezen¢ni Materidlové inzenyrstvi
inzenyrstvi

Materidlové Navazujici Prezen¢ni Materialové inZzenyrstvi
inzenyrstvi

Ing. Petr Knotek, Ph.D. (100%), prof. Ing. Toma$ Wagner, DrSc. (100%)

S. O. Kasap. Elektronické materialy a soucastky. 2010.
Ing. J. Vali¢ek. Pruvodce po kfemikové technologii, 2000.
J.G. Korvink, A.Greiner. Semiconductors for micro- and |nanotechnology..

Etapa V.stpl. Rok Blok Statut D.roc. D.sem.

1 2021 2021 povinné B 1 LS
volitelné
predméty 1

1 2020 2021 povinné B 1 LS
volitelné

predméty 1
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